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StreftgU1 distribution af 28Si(p,n)28P I + Cr-1 ) 
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 論文審査の結果の要旨
 高橋豊提出の論文は,24Mg,28Si及び32Sを標的核とした(p,n)反応の測定を行い,残留核
 の低励起準位の中,特に1+と2'トのスピン・パリティをもつのに注目して測定結果を分析し,併
 せてこれ等準位のアイソバリック・アナログ準位を(p,n)反応によって励起することを試みた
 ものである。
 24Mg(p,n)24A1反応においては,0・439,L12,3.06MeVの励起エネルギーに24Alの1+準
 位を,又,0.514,1.29,2.88MeVに2+準位を観測し,これらに対する反応微分断面積の角分
 布を歪曲波ボルン近似(DWBA)の計算によって解析している。計算においては,自由な核子一
 核子間相互作用に基づいて導出された核内核子一核子間有効相互作用を使用し,又,始状態と
 終状態の波動関数には原子核殻模型により計算されたものを使用している。DWBA計算から
 導出された反応微分断面積は,いずれの場合においても観測された角分布の形を良く再現する
 が,絶対的な大きさについては理論値が実験値に比べて2倍程度大きくなるという結果が得ら
 れている。
 28Si(p,n)28P反応においては,1.313,2.104,3.24MeVに28Pの1+準位を,又,0.1056,2、18
 MeVに2+を観測し,更に,32S(p,n)3℃1反応においては,1.09,2.80,4.00MeVに32C1の
 1+準位を,1.26,2.60,3.39,3.62MeVに2+準位を観測し,これ等準位について24Mg(p,n)24
 A1反応の場合と同様のDWBA分析を行い,同様の分析結果を得ている。
 この研究で観測された微分断面積の計算値と実験値の間の喰い違いと同様の喰い違いが,
 Gamow-TeUer型β崩壊や電子散乱の対応する転移についても広く観測されており,今後の研
 究に対して大きな問題を提起している。
 更に著者は,本研究で測定された1+状態についての断面積を電子散乱実験から得られたアイ
 ソベクトル型Ml転移の換算転移確率と比較して,(p,n)反応断面積とこれに対応する換算転
 移確率のスピン成分との間に強い相関が存在することを発見している。
 以上の研究成果は本論文の著者が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を
 有することを示している。よって高橋豊提出の論文は理学博士の学位論文として合格と認める。
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